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[背景] 

現在，紫外線検出器は医療や天文観測の分野

で期待されているが，光電子増倍管(PMT)は動

作電圧が高く，集積化が困難であるため，低動

作電圧で集積化可能な紫外アバランシェフォト

ダイオード(APD)の開発が進められている． 

本研究では，ZnSe 系半導体を無機層に，

PEDOT:PSS を有機層窓層として使用する有機無

機ハイブリッド型 APDを作製した．  

今回， PEDOT:PSS窓層エッジ部に対する SU-

8保護膜を有し Ti/Au外部電極を形成した 1次元

APD アレイの素子特性の均一化および低暗電流

化に成功したので報告する． 

[デバイスプロセスおよび評価・検討] 

今回作製したAPDの素子断面図とアレイ化し

た構造を図１に示す．無機層上にスピンコーテ

ィングおよびフォトリソグラフィでPEDOT:PSS

窓層等を形成した．暗電流の抑制，素子特性の

均一性の向上のためにPEDOT:PSS窓層のエッジ

部をSU-8絶縁膜で保護し，その上に，外部電極

形成のための保護膜としてSU-8絶縁膜を形成

し，Ti/Au電極を形成した． 

作製したAPDアレイの表面顕微鏡写真と暗電

流特性の一例を図2(a)と図2(b)に示す．全てマス

クパターン通りに作製でき，4アレイの歩留まり

は平均約94%であった．次に，図3(a)にTi/Au電

極形成前後でブレークダウン電圧のばらつき示

す．Ti/Au電極形成後はブレークダウン電圧が

38.4～39Vに抑えられた．さらに， 図3(b)に

Ti/Au電極形成前後のブレークダウン直前の暗電

流を示す．Ti/Au電極形成後は暗電流が1011Aに

集中し均一化され，平均値は2桁低減した． 
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Figure 1: Device structure with SU-8 insulating film.                  
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(b) 

Figure 2: (a)Surface micrograph and (b)dark current 
characteristics of APD array. 

 
電極形成前 電極形成後 

(a) 

   
電極形成前 電極形成後 

(b) 
Figure 3: (a)Breakdown voltage and (b)dark  
current before breakdown, before and after 
electrode formation. 
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